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Однослойные  углеродные  нанотрубки  (ОУНТ)  являются  перспективным  материалом  для
фотодетекторов, в том числе фототранзисторов, благодаря своим уникальным оптоэлектронным
свойствам,  таким  как  высокая  подвижность  носителей  заряда  и  большой  диапазон  значений
ширины  запрещенной  зоны  [1].  В  данной  работе  представлены  высокочувствительные
фототранзисторы  с  каналами  на  основе  разреженной  сети  ОУНТ  на  полярных  поверхностях
сегнетоэлектрических  монокристаллов  LiNbO3  для  фотодетектирования  в  широком  диапазоне
длин  волн  от  видимого  до  среднего  ИК.  Причиной  фотоотклика  в  исследуемых  устройствах
является  эффект  фотогейтинга  –  изменение  проводимости  канала  вследствие  варьирования
затворного  напряжения,  вызванного  пироэлектрическим  эффектом  в  подложке  на  z-срезе
кристалла LiNbO3 из-за её нагрева под действием падающего излучения [2]. Показана высокая
чувствительность  этих  фототранзисторов  к  ИК-излучению и  изменениям температуры.  Кроме
этого,  представлено,  как  характеристики  устройств  можно  изменять  за  счёт  сопротивлений
каналов,  которые  зависят  от  типа  ОУНТ,  задействованных  в  его  формировании:
полупроводниковые или металлические. При этом достигнуты максимальные чувствительности
80 мА/Вт на длине волны падающего излучения 1550 нм и 6 мА/Вт на длине волны 9.3 мкм для
наиболее  проводящих  транзисторов  и  максимальные  относительные  чувствительности  100
%/мкВт  при  1550  нм  и  8  %/мкВт  при  9.3  мкм  у  наиболее  резистивных  устройств.  Выбрав  в
качестве  каналов  разреженную  сеть  ОУНТ,  мы  значительно  улучшили  чувствительность  и
удельную обнаружительную способность  (3.5·1011  и  1.7·1011  см·Гц1/2/Вт  при  1550  нм  и  9.3  мкм
соответственно)  фототранзисторов  этого  типа  по  сравнению  с  представленными  ранее
устройствами с каналами из графена на подложке из LiNbO3 [3,4], что позволит использовать их
в качестве чувствительных неохлаждаемых ИК-сенсоров
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